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1. OBJETIVOS

Ao final da disciplina o estudante sera capaz de:

1.

2.
3.

Analisar a operacao de circuitos que utilizam transistores bipolares e de efeito
de campo;

Projetar circuitos amplificadores de tensao usando transistores;
Analisar os efeitos da frequéncia em circuitos transistorizados.

Entre as competéncias a serem desenvolvidas no estudante destacam-se:

1.

Formular, de maneira ampla e sistémica, questdes de engenharia, considerando
0 usuario e seu contexto, concebendo solucdes criativas, bem como o uso de
técnicas adequadas;

Ser capaz de modelar os fendmenos, os sistemas fisicos e quimicos, utilizando
as ferramentas matematicas, estatisticas, computacionais e de simulacao,
entre outras;

Prever os resultados dos sistemas por meio dos modelos;

Conceber experimentos que gerem resultados reais para o comportamento dos
fendbmenos e sistemas em estudo;

Verificar e validar os modelos por meio de técnicas adequadas;

Ser capaz de conceber e projetar solucdes criativas, desejaveis e viaveis,
técnica e economicamente, nos contextos em que serao aplicadas;

Projetar e determinar os parametros construtivos e operacionais para as
solucdes de Engenharia;

Ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na lingua patria ou em idioma
diferente do Portugués, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias
digitais de informacao e comunicacao (TDICs), mantendo-se sempre atualizado
em termos de métodos e tecnologias disponiveis;

Ser capaz de assumir atitude investigativa e autbnoma, com vistas a
aprendizagem continua, a producao de novos conhecimentos e ao
desenvolvimento de novas tecnologias;




10. Aprender a aprender.

2. EMENTA

Diodos, Transistores bipolares de juncao, Analise C.A. dos transistores bipolares de
juncao, Transistores de efeito de campo e polarizacao, Amplificadores com FET e
Resposta em frequéncia de circuitos transistorizados.

3. PROGRAMA
1. Diodos
1.1 Fisica dos semicondutores e juncao PN dos diodos
1.2 Componentes de correntes em um diodo
1.3 Caracteristica Volt-Ampére
1.4 Resisténcia do diodo
1.5 Tempos de chaveamento do diodo
1.6 Tipos de diodos
1.7 O diodo como elemento de circuito
1.8 Conceito de reta de carga
1.9 Circuitos ceifadores
1.10 Circuitos grampeadores
1.11 Comparadores
1.12 Retificadores
1.13 Circuitos dobradores de tensao
2. Transistores bipolares de juncao
2.1 Transistor de juncao
2.2 Correntes em um transistor
2.3 Transistor como amplificador
2.4 Configuracao em base comum
2.5 Configuracao em emissor comum
2.6 Configuracao em coletor comum
2.7 Regiao de corte e de saturacao em um transistor
2.8 Ganho de corrente
2.9 Folhas de dados do transistor
2.10 Polarizacao C.C.
2.10.1 - Polarizacao da base
2.10.2 - Polarizacao com realimentacao do emissor
2.10.3 - Polarizacao com realimentacao do coletor
2.10.4 - Polarizacao por divisor de tensao resistivo
2.10.5 - Polarizacao do emissor
2.10.6 - Estabilizacao de polarizacao



3. Analise C.A. dos transistores bipolares de juncao
3.1. Amplificacao no dominio CA e transferéncia de poténcia CC para CA
3.2. Modelagem do transistor bipolar
3.3. Modelo rp e  do transistor

3.4. Configuracao emissor-comum com polarizacao fixa
3.5. Polarizacao por divisor de tensao
3.6. Configuracao de seguidor de emissor
3.7. Configuracao de base-comum
3.8. Configuracao com realimentacao do coletor
3.9. Efeitos de cargas
3.10. Conexao Darlington
3.11. Determinacao do ganho de corrente
3.12. Configuracao em cascata
3.13. Simulacao por computador de circuitos transistorizados
4. Transistores de efeito de campo e polarizacao
4.1. Caracteristicas e curvas do FET
4.2. MOSFET (deplecao e intensificacao) e JFET
4.3. Dispositivos de quatro terminais
4.4. Configuracao com polarizacao fixa
4.5. Polarizacao por divisor de tensao
4.6. Efeitos de cargas
4.7. Configuracao em cascata
4.8. Circuitos utilizando FET e aplicacoes praticas
4.9. Projeto
5. Amplificadores com FET
5.1. Modelo JFET para pequenos sinais
5.2. Configuracao com polarizacao fixa
5.3. Configuracao com polarizacao por divisor de tensao
5.4. MOSFETSs tipo deplecao e intensificacao
5.5. Configuracao com divisor de tensao para o MOSFET
5.6. Projeto de circuitos amplificadores com FET
5.7. Efeitos de cargas
5.8. Configuracao em cascata
6. Resposta em frequéncia de circuitos transistorizados

6.1. Resposta em baixas frequéncias usando amplificacao com transistores
bipolares

6.2. Resposta em baixas frequéncias usando amplificacao com transistores FET

6.3. Resposta em altas frequéncias usando amplificacao com transistores
bipolares



6.4. Resposta em altas frequéncias usando amplificacdo com transistores FET
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